
 

 

Fig. 1. Structure of the three-stage 

CMOS inverter chain. 

 

Fig. 2. Time variations of the electrostatic 

potentials at the three stages. 
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LSIの高集積化と高密度化により、MOSトランジスタ間の電気的な相互作用を無視することは

できない。個々のデバイス部品を回路接続するミックスモードシミュレーション[1]では相互作用

の解析精度はユーザがあらかじめ設定する寄生抵抗や寄生容量に依存し、寄生容量を高精度に求

めるには構造 3次元の容量解析を事前実行する負担がユーザに課せられていた[2]。 

今回、複数のトランジスタとそれらを接続する配線か

らなる系を一括してデバイスシミュレーションできる

手法を開発した。寄生抵抗や寄生容量はデバイスシミュ

レーションで計算されるため、ユーザが事前に値を準備

しておく必要はない。 

検証計算として、Fig. 1に示す 3段の CMOSインバー

タチェーンの過渡解析を実施し、各段のインバータ動作

の遅延時間を評価した。まず Vddに 2Vを印加し、定常

状態を得る（過渡解析時間=2.1ns）。次に 2.1nsにおいて

Vinを瞬間的に 2Vに昇圧し、その後 0.6ns間の過渡解析

を実施した。Fig. 2に Vin昇圧前後でのインバータチェ

ーンの各段における静電ポテンシャルの時間変化を示

す。インバータチェーンの 2段目、3段目になるに従っ

て、静電ポテンシャルが反転するタイミングが遅れてお

り、寄生容量による効果が確認された。 
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